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S3 (54) Title: BIPOLAR TRANSISTOR WITH RAISED BASE CONNECTOR REGION AND METHOD FOR PRODUCTION 
= THEREOF 

=H (54) Bezeichnung: BTPOLARTRANSISTOR MIT ERHOHTEM BASIS ANSCHLUSSGEBIET UNO VERFAHREN ZU SEINER 
^= HERSTELLUNG 
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obtuse angle, greater than the first angle. 



(57) Abstract: The invention relates to a bipolar transis- 
tor, comprising a base with an epitaxial base layer and a 
raised base connector region, which surrounds the emitter, 
enclosed in a spacer of insulating material, in the lateral 
direction parallel to the substrate surface. The base layer 
is raised in a vertical direction, perpendicular to the sub- 
strate surface. An emitter with a T-shaped cross-sectional 
profile is laterally separated from the outer base section by 
means of a spacer made from an insulating material. The 
vertical T-arm thereof adjoins the inner base layer at the 
lower end thereof. The lateral extension of the spacer has 
increasing height above the base layer from the boundary 
thereof with the base layer onwards, whereby a first bound- 
ary surface, formed by the emitter and spacer, intersects a 
second boundary surface, formed by the emitter and inner 
base section, at a right angle, or an obtuse angle and a third 
boundary surface, formed by the spacer and the outer base 
section, intersects the second boundary surface, at a second 



(57) Zusammenfassung: Ein Bipolartransistor hat eine Basis mit einer epitaxialen Basisschicht und einem erhohten Basisanschluss- 
gebiet, das in zur Substratoberflache paralleler, lateraler Richtung den mit einem Abstandshalter aus Isolatormaterial umgebenen 
Emitter umschlieBt. In einer HQhenrichtung senkrecht zur Substratoberflache ist die epitaxiale Basisschicht erhoht Ein Emitter 
mit einem T-formigen Querschnittsprofil ist vom auBeren Basisabschnitt lateral durch einen Abstandshalter aus Isolatormaterial ge- 
trennt. Sein vertikaler T-Balken grenzt mit seinem unteren Ende an den inneren Basisabschnitt an. Die laterale Erstreckung des 
Abstandshalters nimmt ausgehend von seiner Grenzflache zur Basisschicht mit zunehmender Hohe Uber der Basisschicht zu, wobei 
eine von Emitter und Abstandshalter gebildete erste Grenzflache unter einem ersten, entweder rechten oder stumpfen Winkel auf 
eine von Emitter und innerem Basisabschnitt gebildete zweite Grenzflache stoBt, und eine vom Abstandshalter und dem auBeren 
Basisabschnitt gebildete dritte Grenzflache auf die zweite Grenzflache unter einem zweiten stumpfen Winkel stoBt, der groBer ist 
als der erste Winkel. 
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